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【はじめに】4H-SiCは高効率なパワーデバイスを実現する材料として普及が期待される[1]。SiC-

MOSFETのゲート絶縁膜は熱酸化により形成できるが、酸化速度の面方位依存性から[2]、トレン

チ型MOSFETの作製を考慮した場合、堆積法によるゲート絶縁膜の形成が適していると考えられ

る。堆積絶縁膜はプリカーサ由来の残留カーボン濃度が高く、絶縁膜品質に懸念があるため[3]、

堆積後の熱処理が必要である。今回、原子層堆積法(ALD: Atomic Layer Deposition)による SiO2膜

に対して、W電極形成後に行う熱処理(PMA: Post Metallization Anneal)の効果について検討したの

で報告する。 

【実験方法】化学洗浄した n 型 4H-SiC(0001)エピ基板上に SiO2を 40 nm 堆積し、酸素雰囲気で

1100oCの熱処理(PDA: Post Deposition Anneal)を行った。SiO2はプリカーサにトリスジメチルアミ

ノシラン(TDMAS)を用いた酸素プラズマの ALD によって形成した。続いて、ゲート電極として

RFスパッタリングによって W膜と保護膜の TiNを順に成膜し、加工した。電極形成後にフォー

ミングガス（3%H2:97%N2）雰囲気で 950 oC の熱処理を行い、容量電圧(C-V)特性の PMA 時間依

存性を評価した。 

【実験結果】Fig. 1に SiC-MOSキャパシタの C-V特性を、Fig. 2に PMA時間に対するフラットバ

ンド電圧付近のヒステリシスの大きさを示す。PMA 時間の増加に伴い、SiC-MOS キャパシタの

C-V特性は負方向へシフトし、急峻に立ち上がるように変化した。また、ヒステリシスは PMA時

間の増加とともに縮小した。この変化は、PMAによってW電極中に含まれる酸素が SiO2中に拡

散することで膜質が改善した結果と考えられる。 
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Fig. 1 C-V characteristics of SiC-MOS capacitors 

with W capped annealing. 
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Fig. 2 Dependence of hysteresis voltage on PMA 

time. 
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